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Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf 
vorläufige technische Daten 
Si-npn-Leist: schaltt storen 

Anwendung: Schneller Leistungsschalter in induktiven Stromkreisen bei hoher Spannung, 

Z. B. Schaltnetzteile, 

Schaltregler, 

Wechselrichter, 

Steuerung von Wechsel- und Gleichstrommotoren, 

Magnet- und Relaistreiber 

Besondere Merkmale: Multiepitaxial-Mesa-Technik 

Glaspassivierung 

hohe Sperrspannung 

niedrige Sättigungsspannung 

kurze Schaltzeiten 
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Bild 1: Gehäuse
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‚Grenzwerte (gUltig für Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts anderes angegeben). 
' 

Kurzzeichen min. MAX. Einheit Bemerkung 

Kollektor-Emitter- U, 850 SU 389 Y 
Spannung 0BV 1000 SU 390 V Ug = 27 

VopR Vogy Raa = 10° 
U, 400 SU 389 v =0A 
l 450 SU 390 7B 

Emitter-Basis-5Spenmung 'lilm 10 Y 

Kollektorstrom I, 10 8SU389 A Empfohlener Wert 
Onnt B 3U 2390 A für Normalbetrieb 

(Nennstrom) 

1c 15 

Iou +n # 10 mo, g= 0,1 

Basisstrom 1y 4 

In. 20 A tp & 10 ma, g 0,1 

Gesamtverlustleistung Pıst 150 x (»t = 25 ° 

Sperrschichttemperatur 43 175 % 

Gehäusetemperatur A =25 +175 % 

Lagerungstemperatur A HE 45 +35 ° max. 3 Jahre 

+=50 +50 %% max. 1 Monat 

Zugkraft an den 10 N einmalig beim Biegen 
Anschlüssen Dauer 10 s 

Druckkraft an den ® N einmalig beim , 
Anschlüssen Montieren 

Anzahl der Biegungen 
der Anschlüsse 

körper ®& 1,5 ım 

Bild 2: Schaltzeichen



1/88 (12) 3 SU 389, soo 

Kennwerte (gültig für 4é = 25 %C - 5K) 

Kennzeichen min,. MAX- Einheit_ __ PFPrüfbe: en 

Kollektor-Emitter- U 400 (für SU 389) Y IB =0A, In = 0,2A 
(BR)CEO O7 ’ 

Durchbruchspannung 450 (für SU 390) Y * $ 1 ms, Einzel- 

impuls 

Sl Ba 9 v [ 10r 041g =10m 
Kollektor-Emitter- Tapn 1 m Uog = Vopyr Rag &109 

%. <1ms 
P 

gäu%äktar;f:;ä.;;g;-; Vopsat . 15 V 19 = 16sat’ Ic/IB = 5 

t. < 1 m8 
P 

nr ü 6 ® | %ö Tönst 
ICJ'IB = 5 

Speicherzeit t 3 us F 

> / 7a2 - 51 
Abfallzeit tf 0,6 yuß Ohmsche Last 

Uoo = 150 V 

Innerer Wärme- R 1 K/W 
widerstand thje 

C 
100 

Bild 3: Grenzwert der Gesamtverlustleistung in 

Abhängigkeit von der Gehäusetemperatur 
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